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１．概要（Summary） 

従 来 の CMOS （ Complementary Metal-Oxide 

Semiconductor）回路の作製はトップダウン手法で行わ

れる事から微細化が進むに従い、作製が困難になり、 

ULSI(ultra-large scale IC)の集積度が 1.5 倍で約 2 倍

というムーアの法則（Moore`s Law）がもはや成立しない

段階に到達している。CMOS のゲート長が 22nnm 世代

においては、Si に代わる材料の出現が期待されている 1)。

DNA（DeoxyriboNucleic Acid）は電流を流す性質を持

ち、さらに自己組織化によってナノ構造体を形成する 2)事

から、カーボンナノチューブ 3)やグラフェン 4)同様に、

Beyond CMOS の材料といての性質があり、無機半導体

と同様にゲート電圧を変化させることで、トランジスタ特性

を示すことが知られている 5)。本研究室では、DNA チャネ

ル/SiO2/Si（ゲート）構造におけるキャリア挙動について調

査した。  

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 ： 超高精度電子ビーム描画装置、

エッチング装置（RIE SiO2 用） 

・実験方法 

Fig. 1には作製したDNAメモリートランジスタの模式図

を示す。超高精度電子ビーム描画装置（250 µm/50000 

dot, 140 µC/cm2, 50 pA, pitch: 1:1）を用いて DNA メモ

リートランジスタのチャンネル部分の露光を行った。現像、

ポストベーク後、SiO2RIE 装置（CF4=20 sccm, Vdc -410 

V, RF: 176 W, 25 mTorr, 7.0 min）でチャンネル部分 70, 

80, 90 nm のエッチングを行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 2 にチャネル部の細線断面 SEM 画像を示す。こ

の画像によりチャネル長さ 70nm(深さ 45 nm)の細線が形 

成できたことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

共同研究者：横山新教授，福山正隆教授，佐藤旦研究員 
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Fig. 1 Schematic configuration of DNA Memory Transistor 
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Fig. 2 SEM image (channel length 70nm) 


